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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上の半導体チップ部が貼り合わされ、少なくとも第１の半導体チップ部に画素ア
レイと第１多層配線層が形成され、第２の半導体チップ部にロジック回路と第２多層配線
層が形成された積層半導体チップと、
　前記第１の半導体チップ部と前記第２の半導体チップ部との間を接続する複数の接続配
線と、
　一方向の隣り合う前記接続配線間をシールドする第１シールド配線と、
　前記一方向と直行する方向に延びる複数の前記第１シールド配線を連結する第２シール
ド配線と、を有し、
　各接続配線は、
　前記第１多層配線層内の所要の第１配線に繋がる第１の接続パッドに接続された接続導
体と、
　前記第１の半導体チップ部を貫通して前記第２多層配線層内の所要の第２配線に繋がる
第２の接続パッドに接続された貫通接続導体と、
　前記接続導体と前記貫通接続導体とを連結する連結導体とを有し、
　前記第１シールド配線は、前記第１多層配線層又は／及び第２多層配線層内の所要の層
の配線により形成され、
　前記第２シールド配線は、前記第１多層配線層内及び第２多層配線層内の所要の層の配
線により形成されている
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　裏面照射型の固体撮像装置として構成されている
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記接続配線が他方向に複数配列された接続配線群が前記一方向に複数配列され、
　各接続配線群が連続した前記第１シールド配線で区分されている
　請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記画素アレイは、
　光電変換部と複数の画素トランジスタからなり行列状に配列されたる複数の画素と、
　各列の画素に共通接続した垂直信号線とを有し、
　前記垂直信号線が前記第１配線に相当する
　請求項２記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記第１の半導体チップ部の一部の半導体部分の全てが除去された半導体除去領域を有
し、
　前記半導体除去領域内に前記複数の接続配線が形成されている
　請求項３記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　２つ以上の半導体チップ部が貼り合わされ、少なくとも第１の半導体チップ部に画素ア
レイと第１多層配線層が形成され、第２の半導体チップ部にロジック回路と第２多層配線
層が形成された積層半導体チップと、
　前記第１の半導体チップ部と前記第２の半導体チップ部との間を接続する複数の接続配
線と、
　前記接続配線とこれに隣接する他の接続配線に繋がる第１配線及び第２配線との間をシ
ールドする第２シールド配線と有し、
　各接続配線は、
　前記第１多層配線層内の所要の第１配線に繋がる第１の接続パッドに接続された接続導
体と、
　前記第１の半導体チップ部を貫通して前記第２多層配線層内の所要の第２配線に繋がる
第２の接続パッドに接続された貫通接続導体と、
　前記接続導体と前記貫通接続導体とを連結する連結導体とを有し、
　前記第２シールド配線は、前記第１多層配線層内及び第２多層配線層内の所要の層の配
線により形成され、
　裏面照射型の固体撮像装置として構成されている
　固体撮像装置。
【請求項６】
　前記画素アレイは、
　光電変換部と複数の画素トランジスタからなり行列状に配列されたる複数の画素と、
　各列の画素に共通接続した垂直信号線とを有し、
　前記垂直信号線が前記第１配線に相当する
　請求項５記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１の半導体チップ部の一部の半導体部分の全てが除去された半導体除去領域を有
し、
　前記半導体除去領域内に前記複数の接続配線が形成されている
　請求項６記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置のフォトダイオードに入射光を導く光学系と、
　前記固体撮像装置の出力信号を処理する信号処理回路とを備え、
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　前記固体撮像装置が、請求項１乃至７のいずれかに記載の固体撮像装置で構成されてい
る
　電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置、及びこの固体撮像装置を備えたカメラ等の電子機器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置として、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等のＭ
ＯＳ型イメージセンサに代表される増幅型固体撮像装置が知られている。また、ＣＣＤ（
Charge Coupled Device）イメージセンサに代表される電荷転送型固体撮像装置が知られ
ている。これら固体撮像装置は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラなどに広
く用いられている。近年、カメラ付き携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）
などのモバイル機器に搭載される固体撮像装置としては、電源電圧が低く、消費電力の観
点などからＭＯＳ型イメージセンサが多く用いられている。
【０００３】
　ＭＯＳ型の固体撮像装置は、単位画素が光電変換部となるフォトダイオードと複数の画
素トランジスタで形成され、この複数の単位画素が２次元アレイ状に配列された画素アレ
イ（画素領域）と、周辺回路領域を有して構成される。複数の画素トランジスタは、ＭＯ
Ｓトランジスタで形成され、転送トランジスタ、リセットトランジスタ、増幅とトランジ
スタの３トランジスタ、あるいは選択トランジスタを加えた４トランジスタで構成される
。
【０００４】
　従来、このようなＭＯＳ型固体撮像装置において、複数の画素を配列した画素アレイが
形成された半導体チップと、信号処理を行うロジック回路が形成された半導体チップとを
電気的に接続して１つのデバイスとして構成した固体撮像装置が種々提案されている。例
えば、特許文献１では、各画素セル毎にマイクロパッド有する裏面照射型のイメージセン
サチップと、信号処理回路が形成されマイクロパッドを有する信号処理チップとを、マイ
クロバンプによって接続した半導体モジュールが開示されている。
【０００５】
　特許文献２では、イメージセンサを備えた第１の半導体チップと、アナログ／デジタル
変換器アレイを備えた第２の半導体チップと、メモリ素子アレイを備えた第３の半導体チ
ップとを積層した半導体イメージセンサ・モジュールが開示されている。第１の半導体チ
ップと第２の半導体チップとは導電性接続導体であるバンプを介して接続される。第２の
半導体チップと第３の半導体チップとは、第２の半導体チップを貫通する貫通コンタクト
により接続される。
【０００６】
　引用文献１等に示されるように、イメージセンサチップと信号処理を行うロジック回路
などの異種回路チップを混載する技術は、種々提案されている。従来技術では、機能チッ
プがほぼ完成した状態で貫通接続孔を形成してチップ間を相互接続したり、バンプを介し
てチップ間を相互接続していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－４９３６１号公報
【特許文献２】ＷＯ２００６／１２９７６２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本出願人は、先に、画素アレイを備えた半導体チップ部と、ロジック回路を備えた半導
体チップ部とを貼り合わせ、夫々の性能を十分発揮できるようにして高性能化を図り、か
つ量産性、コスト低減を図った固体撮像装置を提案した。この固体撮像装置は、共に半製
品状態の画素アレイを備えた第１半導体チップ部と、ロジック回路を備えた第２半導体チ
ップ部とを貼り合わせ、第１半導体チップ部を薄膜化した後、画素アレイとロジック回路
の接続がなされる。接続は、第１半導体チップ部の所要の配線に接続する接続導体と、第
１半導体チップ部を貫通して第２半導体チップ部の所要の配線に接続する貫通接続導体と
、両接続導体を繋ぐ連結導体からなる接続配線を形成して行われる。その後、完成品状態
にしてチップ化して、裏面照射型の固体撮像装置として構成される。
【０００９】
　ところで、この固体撮像装置では、接続導体及び貫通接続導体は、第１半導体チップ部
のシリコン基板を貫通する貫通孔内に絶縁膜を介して埋め込むように形成される。接続導
体及び貫通接続導体は、横断面積が比較的に大きい。このため、接続導体及び貫通接続導
体とシリコン基板との間に形成される寄生容量が無視できない場合、この寄生容量は、回
路の駆動速度の低下を招き、固体撮像装置での高性能化の阻害要因となることが判明した
。
【００１０】
　さらに、貼り合わせ半導体チップ部間を接続導体及び貫通接続導体で接続する構成の固
体撮像装置においては、各垂直信号線に相当する配線（つまり引き回し配線）毎に、対を
なす上記の導体（接続導体及び貫通接続導体）が接続される。このとき、寄生容量である
対グランド容量と隣接カップリング容量が発生する。対グランド容量は、配線とグランド
電位である例えば半導体基板との間の寄生容量である。隣接カップリング容量は、隣り合
う引き回し配線間、あるいは隣り合う対の導体間の寄生容量である。対グランド容量は、
電源を強化したり、バッファ回路を設けて電流を流すようにすれば解消が可能である。し
かし、隣接カップリング容量は、隣の列との干渉であるため、解消できない。
【００１１】
　本発明は、上述の点に鑑み、少なくとも隣接カップリング容量を抑制し、高性能な固体
撮像装置を提供するものである。また、この固体撮像装置を備えたカメラ等の電子機器を
提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る固体撮像装置は、２つ以上の半導体チップ部が貼り合わされ、少なくとも
第１の半導体チップ部に画素アレイと第１多層配線層が形成され、第２の半導体チップ部
にロジック回路と第２多層配線層が形成された積層半導体チップを有する。さらに、本発
明は、第１の半導体チップ部と第２の半導体チップ部との間を接続する複数の接続配線と
、一方向に隣り合う接続配線間をシールドする第１シールド配線と、一方向と直行する方
向に延びる複数の第１シールド配線を連結する第２シールド配線とを有する。各接続配線
は、第１多層配線層内の所要の第１配線に繋がる第１の接続パッドに接続された接続導体
と、第１の半導体チップ部を貫通して第２多層配線層内の所要の第２配線に繋がる第２の
接続パッドに接続された貫通接続導体を有する。さらに、接続配線は、接続導体と貫通接
続導体とを連結する連結導体とを有して形成される。第１シールド配線は、第１多層配線
層又は／及び第２多層配線層内の所要の層の配線により形成される。第２シールド配線は
、第１多層配線層内及び第２多層配線層内の所要の層の配線により形成される。本発明の
固体撮像装置は、裏面照射型の固体撮像装置として構成されている。
【００１３】
　本発明の固体撮像装置では、一方向に隣り合う接続配線間をシールドする第１シールド
配線を有し、この第１のシールド配線が第１多層配線層又は／及び第２多層配線層内の所
要の層の配線により形成されるので、隣接カップリング容量を容易に抑制できる。また、
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配線工程を増やすことなく、多層配線層の配線を用いて第１シールド配線を形成するので
、構成も簡素化され、この種の固体撮像装置の製造も容易になる。
【００１４】
　本発明に係る固体撮像装置の好ましい形態は、上記固体撮像装置において、さらに接続
配線とこれに隣接する他の接続配線に繋がる第１配線及び第２配線との間をシールドする
第２シールド配線を有する。第２シールド配線は、第１多層配線層及び第２多層配線層内
の所要の層の配線により形成される。
【００１５】
　本発明の固体撮像装置では、隣接する接続配線間の隣接カップリング容量が第１シール
ド配線で抑制できると共に、さらに接続配線とこれに隣接する他の接続配線に繋がる第１
配線及び第２配線との間を第２シールド配線でシールドしている。第2シールド配線も第1
多層配線層及び第2多層配線層内の所要の層の配線により形成している。従って、隣接す
る接続配線間、及び接続配線とこれに隣接する第1及び第2配線との間の隣接カップリング
容量の全体を抑制することができる。
【００１６】
　本発明に係る固体撮像装置は、２つ以上の半導体チップ部が貼り合わされ、少なくとも
第１の半導体チップ部に画素アレイと第１多層配線層が形成され、第２の半導体チップ部
にロジック回路と第２多層配線層が形成された積層半導体チップを有する。さらに、本発
明は、第１の半導体チップ部と第２の半導体チップ部との間を接続する複数の接続配線と
、これに隣接する他の接続配線に繋がる第１配線及び第２配線との間をシールドする第２
シールド配線と有を有する。各接続配線は、第１多層配線層内の所要の第１配線に繋がる
第１の接続パッドに接続された接続導体と、第１の半導体チップ部を貫通して第２多層配
線層内の所要の第２配線に繋がる第２の接続パッドに接続された貫通接続導体を有する。
さらに、接続配線は、接続導体と貫通接続導体とを連結する連結導体とを有して形成され
る。第２シールド配線は、第１多層配線層及び第２多層配線層内の所要の層の配線により
形成される。本発明の固体撮像装置は、裏面照射型の固体撮像装置として構成されている
。
【００１７】
　本発明の固体撮像装置では、接続配線とこれに隣接する他の接続配線に繋がる第１配線
及び第２配線との間に第2シールド橋線を有するので、接続配線と第1及び第2配線との間
の隣接カップリング容量を容易に抑制できる。また、配線工程を増やすことなく、多層配
線層の配線を用いて第２シールド配線を形成するので、構成も簡素化され、この種の固体
撮像装置の製造も容易になる。
【００１８】
　本発明に係る電子機器は、固体撮像装置と、固体撮像装置の光電変換部に入射光を導く
光学系と、固体撮像装置の出力信号を処理する信号処理回路とを備える。固体撮像装置は
、上記本発明に係る固体撮像装置のいずれかで構成される。
【００１９】
　本発明の電子機器では、固体撮像装置における隣接する接続配線間、又は／及び接続配
線とこれに隣接する接続配線に繋がる第１、第２配線との間の隣接カップリング容量を抑
制することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る固体撮像装置によれば、隣接する接続配線間のカップリング容量及び／又
は接続配線とこれに隣接する他の接続配線に繋がる第１及び第２配線との間のカップリン
グ容量を抑制することができ、高性能の固体撮像装置を提供することができる。
【００２１】
　本発明に係る電子機器によれば、隣接カップリング容量を抑制して高性能化を図った、
貼り合わせチップによる裏面照射型の固体撮像装置を備えることにより、高品質のカメラ
等の電子機器を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に適用されるＭＯＳ固体撮像装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】Ａ～Ｃ　本発明の実施の形態に係る固体撮像装置と従来例に係る固体撮像装置の
模式図である。
【図３】本発明の実施の形態に適用される裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の要部を示す
断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に適用される接続パッドのレイアウト例を示す平面図である
。
【図５】Ａ～Ｃ　本発明に係る固体撮像装置の第１実施の形態を示す要部の平面図、図Ａ
の矢印ｂ方向から見た断面図及び図Ａの矢印ｃから見た断面図である。
【図６】Ａ～Ｃ　本発明に係る固体撮像装置の第２実施の形態を示す要部の平面図、図Ａ
の矢印ｂ方向から見た断面図及び図Ａの矢印ｃから見た断面図である。
【図７】Ａ～Ｃ　本発明に係る固体撮像装置の第３実施の形態を示す要部の平面図、図Ａ
の矢印ｂ方向から見た断面図及び図Ａの矢印ｃから見た断面図である。
【図８】Ａ～Ｃ　本発明に係る固体撮像装置の第４実施の形態を示す要部の平面図、図Ａ
の矢印ｂ方向から見た断面図及び図Ａの矢印ｃから見た断面図である。
【図９】本発明に係る固体撮像装置の第５実施の形態を示す要部の平面図である。
【図１０】本発明に係る固体撮像装置の第６実施の形態を示す要部の平面図である。
【図１１】本発明に係る固体撮像装置の第７実施の形態を示す要部の平面図である。
【図１２】本発明に係る固体撮像装置の第８実施の形態を示す要部の平面図である。
【図１３】本発明に係る固体撮像装置の第９実施の形態を示す要部の平面図である。
【図１４】本発明の第１１実施の形態に係る電子機器を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について説明する。なお、
説明は以下の順序で行う。
　１．ＭＯＳ固体撮像装置の概略構成例
　２．本発明に適用されるＭＯＳ固体撮像装置（固体撮像装置の構成例）
　３．第１実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　４．第２実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　５．第３実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　６．第４実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　７．第５実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　８．第６実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　９．第７実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　１０．第８実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　１１．第９実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　１２．第１０実施の形態（固体撮像装置の構成例）
　１３．第１１実施の形態（電子機器）
【００２４】
　＜１．ＭＯＳ固体撮像装置の概略構成例＞
　図１に、本発明の半導体装置に適用されるＭＯＳ固体撮像装置の概略構成を示す。この
ＭＯＳ固体撮像装置は、各実施の形態の固体撮像装置に適用される。本例の固体撮像装置
１は、図１に示すように、半導体基板１１例えばシリコン基板に複数の光電変換部を含む
画素２が規則的に２次元アレイ状に配列された画素アレイ（いわゆる画素領域）３と、周
辺回路部とを有して構成される。画素２は、光電変換部となる例えばフォトダイオードと
、複数の画素トランジスタ（いわゆるＭＯＳトランジスタ）を有して成る。複数の画素ト
ランジスタは、例えば転送トランジスタ、リセットトランジスタ及び増幅トランジスタの
３つのトランジスタで構成することができる。その他、選択トランジスタ追加して４つの
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トランジスタで構成することもできる。単位画素の等価回路は通常と同様であるので、詳
細説明は省略する。画素２は、１つの単位画素として構成することができる。また、画素
２は、共有画素構造とすることもできる。この画素共有構造は、複数のフォトダイオード
と、複数の転送トランジスタと、共有する１つのフローティングディフージョンと、共有
する１つずつの他の画素トランジスタとから構成される。
【００２５】
　周辺回路部は、垂直駆動回路４と、カラム信号処理回路５と、水平駆動回路６と、出力
回路７と、制御回路８などを有して構成される。
【００２６】
　制御回路８は、入力クロックと、動作モードなどを指令するデータを受け取り、また固
体撮像装置の内部情報などのデータを出力する。すなわち、制御回路８では、垂直同期信
号、水平同期信号及びマスタクロックに基いて、垂直駆動回路４、カラム信号処理回路５
及び水平駆動回路６などの動作の基準となるクロック信号や制御信号を生成する。そして
、これらの信号を垂直駆動回路４、カラム信号処理回路５及び水平駆動回路６等に入力す
る。
【００２７】
　垂直駆動回路４は、例えばシフトレジスタによって構成され、画素駆動配線を選択し、
選択された画素駆動配線に画素を駆動するためのパルスを供給し、行単位で画素を駆動す
る。すなわち、垂直駆動回路４は、画素アレイ３の各画素２を行単位で順次垂直方向に選
択走査し、垂直信号線９を通して各画素２の光電変換部となる例えばフォトダイオードに
おいて受光量に応じて生成した信号電荷に基く画素信号をカラム信号処理回路５に供給す
る。
【００２８】
　カラム信号処理回路５は、画素２の例えば列ごとに配置されており、１行分の画素２か
ら出力される信号を画素列ごとにノイズ除去などの信号処理を行う。すなわちカラム信号
処理回路５は、画素２固有の固定パターンノイズを除去するためのＣＤＳや、信号増幅、
ＡＤ変換等の信号処理を行う。カラム信号処理回路５の出力段には水平選択スイッチ（図
示せず）が水平信号線１０との間に接続されて設けられる。
【００２９】
　水平駆動回路６は、例えばシフトレジスタによって構成され、水平走査パルスを順次出
力することによって、カラム信号処理回路５の各々を順番に選択し、カラム信号処理回路
５の各々から画素信号を水平信号線１０に出力させる。
【００３０】
　出力回路７は、カラム信号処理回路５の各々から水平信号線１０を通して順次に供給さ
れる信号に対し、信号処理を行って出力する。例えば、バファリングだけする場合もある
し、黒レベル調整、列ばらつき補正、各種デジタル信号処理などが行われる場合もある。
入出力端子１２は、外部と信号のやりとりをする。
【００３１】
　図２に、本発明に係るＭＯＳ固体撮像装置の基本的な概略構成を示す。従来のＭＯＳ固
体撮像装置１５１は、図２Ａに示すように、１つの半導体チップ１５２内に、画素アレイ
１５３と、制御回路１５４と、信号処理するためのロジク回路１５５とを搭載して構成さ
れる。通常、画素アレイ１５３と制御回路１５４でイメージセンサ１５６が構成される。
これに対して、本発明の一実施の形態におけるＭＯＳ固体撮像装置２１は、図２Ｂに示す
ように、第１の半導体チップ部２２に画素アレイ２３と制御回路２４を搭載し、第２の半
導体チップ部２６に信号処理するための信号処理回路を含むロジック回路２５を搭載する
。この第１及び第２の半導体チップ部２２及び２６を相互に電気的に接続して１つの半導
体チップとしてＭＯＳ固体撮像装置２１が構成される。本発明の他の実施の形態における
ＭＯＳ固体撮像装置２７は、図２Ｃに示すように、第１の半導体チップ部２２に画素アレ
イ２３を搭載し、第２の半導体チップ部２６に制御回路２４と、信号処理回路を含むロジ
ック回路２５を搭載する。この第１及び第２の半導体チップ部２２及び２６を相互に電気
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的に接続して１つの半導体チップとしてＭＯＳ固体撮像装置２７が構成される。
【００３２】
　図示しないが、ＭＯＳ固体撮像装置の構成によっては、２つ以上の半導体チップ部を貼
り合わせて構成することもできる。例えば、上記の第１及び第２の半導体チップ部以外に
、メモリ素子アレイを備えた半導体チップ部、その他の回路素子を備えた半導体チップ部
などを追加して３つ以上の半導体チップ部を貼り合わせて、１つのチップとしたＭＯＳ固
体撮像装置を構成することもできる。
【００３３】
　＜２．本発明に適用されるＭＯＳ固体撮像装置＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図３に、本発明に適用される裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の実施の形態を示す。本
実施の形態に係るＭＯＳ固体撮像装置２７は、画素アレイ２３と制御回路２４が形成され
た第１の半導体チップ部２２と、ロジック回路２５が形成された第２の半導体チップ部２
６とが貼り合わされた積層半導体チップ２７を有して構成される。第１の半導体チップ部
２２と第２の半導体チップ部２６とは、互いの多層配線層４１及び５５が向かい合うよう
にして貼り合わされる。貼り合わせは、本例では保護膜４２及び５６を介して接着剤層５
７にてなされる。その他、プラズマ接合で貼り合わせることもできる。
【００３４】
　本実施の形態では、第１の半導体チップ部２２の一部の半導体部分を全て除去した半導
体除去領域５２が形成され、この半導体除去領域５２内において、第１の半導体チップ部
２２と第２の半導体チップ部２６との間を接続する接続配線６７が形成されて成る。半導
体除去領域５２は、画素アレイ２３の各垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ、５２
ｄに接続される各接続配線６７が形成される部分を包含する全体領域であり、画素アレイ
２３の外側に形成される。半導体除去領域５２は、いわゆる電極パッド領域に相当する。
【００３５】
　第１の半導体チップ部２２は、薄膜化された第１の半導体基板３１に、光電変換部とな
るフォトダイオード（ＰＤ）と複数の画素トランジスタＴｒ１、Ｔｒ２からなる画素アレ
イ２３と、ＭＯＳトランジスタＴｒ３、Ｔｒ３からなる制御回路２４が形成される。画素
トランジスタＴｒ１及びＴｒ２、ＭＯＳトランジスタＴｒ３及びＴｒ４は、それぞれ代表
して示している。半導体基板３１の表面３１ａ側には、層間絶縁膜３９を介して複数、本
例では３層のメタルＭ１～Ｍ３による配線４０［４０ａ，４０ｂ，４０ｃ］を配置した多
層配線層４１が形成される。
【００３６】
　第２の半導体チップ部２６は、第２の半導体基板４５に、ＭＯＳトランジスタＴｒ６～
Ｔｒ８からなるロジック回路２５が形成される。半導体基板４５の表面４５ａ側には、層
間絶縁膜４９を介して複数、本例では３層のメタルＭ１１～Ｍ１３による配線５３［５３
ａ，５３ｂ，５３ｃ］を配置した多層配線層５５が形成される。
【００３７】
　第１の半導体チップ部２２の半導体除去領域５２では、第１の半導体基板３１の全てが
例えばエッチングにより除去されている。半導体除去領域３１の底面、側面から半導体基
板の表面に延長して、例えばシリコン酸化（ＳｉＯ２）膜５８とシリコン窒化（ＳｉＮ）
膜５９による積層絶縁膜６１が形成される。積層絶縁膜６１は、半導体除去領域５２の凹
部の側面に露出する半導体基板３１を保護する保護用絶縁膜であり、かつ画素における反
射防止膜を兼ねている。
【００３８】
　半導体除去領域５２では、シリコン窒化膜５９から第１の半導体チップ部２２における
多層配線層４１の所要の配線、本例では３層目メタルＭ３による引き回し配線４０ｄに電
気的に繋がる第１の接続パッド６５に達する接続孔６４が形成される。また、第１の半導
体チップ部２２の多層配線層４１を貫通して第２の半導体チップ部２６における多層配線
層５５の所要の配線、本例では１層目メタルＭ１１による第2の接続パッド６３に達する
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貫通接続孔６２が形成される。1層目メタルＭ１１による接続パッド６３は、2層目メタル
Ｍ１２を介して３層目メタルＭ１３による引き回し配線５３ｄに電気的に繋がる。
【００３９】
　接続配線６７は、接続孔６４，６２内に埋め込まれて第１の接続パッド６５に電気的に
接続する接続導体６８と、第２の接続パッド６３に電気的に接続する貫通接続導体６９と
、両導体６８及び６９の上端で電気的に連結する連結導体７１とにより形成される。
【００４０】
　第１の半導体チップ部２２のフォトダイオード３４の光入射面となる裏面３１ｂ側上に
遮光を必要とする領域を覆う遮光膜７２が形成される。さらに遮光膜７２を覆うように平
坦化膜７３が形成され、平坦化膜７３上に各画素に対応してオンチップカラーフィルタ７
４が形成され、その上にオンチップマイクロレンズ７５が形成され、裏面照射型の固体撮
像装置２８が構成される。接続配線６７の外部に露出する連結導体７１が、外部配線とボ
ンディングワイヤを介して接続するための電極パッドとなる。
【００４１】
　本実施の形態に係る固体撮像装置２７によれば、第１の半導体チップ部２２に画素アレ
イ２３及び制御回路２４を形成し、第２の半導体チップ部２６に信号処理するロジック回
路２５を形成している。このように画素アレイの機能とロジック機能を異なるチップ部に
形成して貼り合わせた構成であるので、画素アレイ２３、ロジック回路２５のそれぞれに
最適なプロセス技術を用いることができる。従って、画素アレイ２３、ロジック回路２５
のそれぞれの性能を十分に発揮させることができ、高性能の固体撮像装置を提供すること
ができる。
【００４２】
　本実施の形態では、特に、第１の半導体チップ部２２の一部、すなわち接続導体及び貫
通接続導体が形成される領域の半導体部分を全て除去している。この半導体部分が除去さ
れた半導体除去領域５２内に、接続導体６８及び貫通接続導体６９が形成されるので、接
続導体６８及び貫通接続導体６９と半導体基板３１との間の寄生容量が低減し、固体撮像
装置のより高性能化を図ることができる。
【００４３】
　図２Ｃの構成を採用すれば、第１の半導体チップ部２２側には光を受ける画素アレイ２
３を形成するだけで良く、制御回路２４及びロジック回路２５は分離して第２の半導体チ
ップ部２６に形成することができる。これによって、それぞれの半導体チップ部２２，２
６の製造に最適なプロセス技術を独立して選択することがきると共に、製品モジュールの
面積も削減することができる。
【００４４】
　本実施の形態では、画素アレイ２３及び制御回路２４を有する第１の半導体基板３１と
ロジック回路２５を有する第２の半導体基板４５を共に半製品状態で貼り合わせ、第１の
半導体基板３１を薄膜化している。つまり、第２の半導体基板４５を、第１の半導体基板
３１の薄膜化の際の支持基板として用いている。これによって、部材の節約、製造工程の
節減を図ることができる。
【００４５】
　本実施の形態では、第１の半導体基板３１を薄膜化し、さらに半導体部分が除去された
半導体除去領域５２内に貫通接続孔６２及び接続孔６４の形成を行うので、孔のアスペク
ト比が小さくなり、高精度に接続孔６２及び６４を形成することができる。従って、高性
能の固体撮像装置を高精度に製造することができる。
【００４６】
　[固体撮像装置の構成の変形例１]
　図示しないが、接続配線と、第１の半導体チップ部における多層配線層の配線及び第２
の半導体チップ部における多層配線層の配線との接続構成の変形例１を説明する。この実
施の形態では、接続配線６７の貫通接続導体６９が第２の半導体チップ部２６側の多層配
線層５５の３層目メタルＭ１３による接続パッド６３に接続される。接続パッド６３は、
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同層の３層目メタルＭ１３による垂直信号線に相当する引き回し配線５３ｄに繋がる。他
の構成は、図３で説明したと同様である。
【００４７】
　[固体撮像装置の構成の変形例２]
　図示しないが、接続配線と、第１の半導体チップ部における多層配線層の配線及び第２
の半導体チップ部における多層配線層の配線との接続構成の変形例２を説明する。この実
施の形態では、接続配線６７の接続導体６８が第１の半導体チップ部２２側の多層配線４
１の１層目メタルＭ１による接続パッド６５に接続される。後述の図４で示す複数の接続
配線のレイアウトを有する場合、各接続パッド６５にそれぞれ接続する垂直信号線に相当
する引き回し配線は、１層目～３層目のメタルＭ１～Ｍ３から適宜選択して形成される。
一方、接続配線６７の貫通接続導体６９は、第２の半導体チップ部２６側の多層配線層５
５の３層目メタルＭ１３による接続パッド６３に接続される。この場合も、複数の接続パ
ッド６３にそれぞれ接続する垂直信号線に相当する引き回し配線は、１層目～３層目のメ
タルＭ１１～Ｍ１３から適宜選択して形成される。この実施の形態では、所要の接続パッ
ドに接続する引き回し配線が、他の接続パッド下を横切って配線することが可能になり、
接続配線の緻密なレイアウトが形成できる。
【００４８】
　[接続パッドのレイアウト例１]
　図４に、上記固体撮像装置２７における画素アレイ２３の各垂直信号線に相当する引き
回し配線に接続する接続配線のレイアウトを示す。本実施の形態では、第１の半導体チッ
プ部２２における多層配線層４１の配線４０が複数層、本例では３層のメタルＭ１～Ｍ３
で形成される。第１の接続パッド６５は３層目メタルＭ３で形成され、垂直信号線に相当
する引き回し配線が３層目メタルＭ３、あるいは３層目以外のメタルＭ２、Ｍ３で形成さ
れる。第２の半導体チップ部２６における多層配線層５５の配線５３が複数層、本例では
３層のメタルＭ１１～Ｍ１３で形成される。第２の接続パッド６３は３層目メタルＭ１３
で形成され、垂直信号線に相当する引き回し配線が３層目メタルＭ１３、あるいは３層目
以外のメタルＭ１２、Ｍ１１で形成される。
【００４９】
　第２の接続パッド６３は、第１、第２の半導体チップ部２２，２６での貼り合わせの位
置ずれを考慮して、第１の接続パッド６５より広い面積で形成される。対をなす第１及び
第２の接続パッド６５及び６３を纏めて、接続パッド対９９という。
【００５０】
　第１及び第２の接続パッド６５、６３は、平面上から見て八角形、好ましくは正八角形
に形成される。接続パッド対９９を構成する第１及び第２の接続パッド６５及び６３は、
垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ，５３ｄが延長する垂直方向（いわゆる縦方向
）に配列される。この接続パッド対９９は、引き回し配線４０ｄ、５３ｄが配列される水
平方向に沿って複数配列されると共に、垂直方向に複数段、本例では３段配列されて、接
続パッドアレイ９８が構成される。
【００５１】
　接続パッド対９９に接続される垂直信号線に相当する引き回し配線の他のレイアウトを
説明する。前述の図４の例では、３段に配列された接続パッド対の両側にそれぞれ第１の
接続パッド６５に接続する引き回し配線４０ｄ（実線）と第２の接続パッド６３に接続す
る引き回し配線５３ｄ（破線）が配列されて構成とした。図示しないが、３段に配列され
た接続パッド対９９の片側にそれぞれ第１の接続パッド６５に接続する引き回し配線４０
ｄ（実線）と第２の接続パッド６３に接続する引き回し配線５３ｄ（破線）が配列された
構成とすることもできる。
【００５２】
　なお、第１の半導体チップ部２２及び第２の半導体チップ部２６における多層配線層４
１及び５５の配線を３層メタル以外の複数層メタル、例えば4層メタルなどで形成するこ
ともできる。その場合、引き回し配線を接続パッドと重なるように引き回せるように、接
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続パッドと引き回し配線を別の層のメタルで形成することが好ましい。
【００５３】
　また、第２の半導体チップ部２６における多層配線層５５の配線５３を例えば４層のメ
タルで構成するとき、第２の接続パッド６３は４層目メタルで形成し、この接続パッド６
３に接続される引き回し配線５３ｄは１層目メタルで形成することが好ましい。このとき
、引き回し配線を第２の接続パッド６３と重なるように配置することができる。なお、こ
れに限らず、第２の接続パッド６３及び引き回し配線５３ｄは、いずれの層のメタルで形
成することもできる。
【００５４】
　＜３．第１実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図５に、本発明に係る固体撮像装置、すなわちＭＯＳ固体撮像装置の第１実施の形態を
示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する接続配線と、こ
れに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線と、シールド配線部分を示す。図５Ａは平
面図、図５Ｂは図５Ａの矢印ｂ方向から見た断面図、図５Ｃは図５Ａの矢印ｃから見た断
面図である。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できる
ので、図５において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する
。
【００５５】
　第１実施の形態に係わる固体撮像装置１０１は、第１の半導体チップ部２２と第２の半
導体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫
通接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。接続配線６７は、水
平方向に複数配列され、また図示しないが垂直方向に複数段配列され、各接続配線６７に
おける接続導体６８及び貫通接続導体６９にそれぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線
４０ｄ及び５３ｄが接続される。
【００５６】
　本例では、接続導体６８が第１の半導体チップ部２２における多層配線層４１内の第１
接続パッド６５を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄに接続さ
れる。第１接続パッド６５及びこれに繋がる引き回し配線４０ｄは、同じ３層目メタルＭ
３で形成される。また、貫通接続導体６９が第２の半導体チップ部２６における多層配線
層５５内の第２接続パッド６３を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線
５３ｄに接続される。第２接続パッド６３は１層目メタルＭ１１で形成され、これに繋が
る引き回し配線５３ｄは、３層目メタルＭ１３で形成される。第２接続パッド６３は、２
層目メタルＭ１２を介して３層目メタルＭ１３の引き回し配線５３ｄに接続される。
【００５７】
　本実施の形態においては、接続配線６７と、この接続配線６７に隣接する他の接続配線
６７に繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ、５３ｄとの間をシールドするシ
ールド配線１０３[１０３ａ、１０３ｂ]を有して構成される。すなわち、接続配線６７の
接続導体６８と、この接続導体６８と隣接する他の接続導体６８に繋がる上記引き回し配
線４０ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ａが配置される。同時に、接続配線６
７の貫通接続導体６９と、この貫通接続導体６９と隣接する他の貫通接続導体６９に繋が
る上記引き回し配線５３ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ｂが配置される。
【００５８】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂは、それぞれ第１の半導体チップ部２２及び第２の半
導体チップ部２６における第１多層配線層４１内及び第２多層配線層５５内の所要の層の
配線メタルにより形成される。シールド配線１０３ａは、接続導体６８に繋がる引き回し
配線４０ｄに平行し、かつ接続導体６８に対応する位置まで延長するように、この引き回
し配線４０ｄとなる３層目メタルＭ３と同じ層の３層目メタルＭ３で形成される。シール
ド配線１０３ｂは、貫通接続導体６９に繋がる引き回し配線５３ｄに平行し、かつ貫通接
続導体６９に対応する位置まで延長するように、この引き回し配線５３ｄとなる３層目メ
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タルＭ１３と同じ層の３層目メタルＭ１３で形成される。シールド配線１０３[１０３ａ
、１０３ｂ]の長さは、引き回し配線４０ｄ、５３ｄのパターンに応じて設定される。シ
ールド配線１０３ａ、１０３ｂは、それぞれ対応する引き回し配線４０ｄ、５３ｄに対し
て同じ側に配置される。図５Ａではシールド配線１０３ａ、１０３ｂが右側に配置される
。
【００５９】
　第１実施の形態に係る固体撮像装置１０１によれば、各接続配線６７の接続導体６８及
び貫通接続導体６９に繋がる引き回し配線４０ｄ、５３ｄに平行して接続導体６８、貫通
接続導体６９まで延長するシールド配線１０３ａ、１０３ｂが形成される。丁度、一の接
続配線６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線の間に、２つのシ
ールド配線１０３ａ、１０３ｂが配置される形になる。これにより、一の接続配線６７と
、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線４０ｄ、５３ｄの間の隣接カッ
プリング容量を抑制することができる。シールド配線１０３ａ、１０３ｂは、異なる層の
メタルＭ３、Ｍ１３により形成されるので、３次元的な隣接カップリング容量を、容易に
低減することができる。従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる。シール
ド配線１０３[１０３ａ，１０３ｂ]は、多層配線層４１、５５を構成する配線メタルを用
いて形成される。このため、多層配線層４１、５５における配線のパターン工程と同時工
程でシールド配線１０３ａ，１０３ｂを形成できるので、構成も簡素化され、製造工程数
を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１０１を製造することができる。
【００６０】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成することにより、多層配線層４１、５５の表面
がより均一な平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チッ
プ部２２のシリコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【００６１】
　＜４．第２実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図６に、本発明に係る固体撮像装置、すなわちＭＯＳ固体撮像装置の第２実施の形態を
示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する接続配線と、こ
れに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線と、シールド配線部分を示す。図６Ａは平
面図、図６Ｂは図６Ａの矢印ｂ方向から見た断面図、図６Ｃは図６Ａの矢印ｃから見た断
面図である。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できる
ので、図６において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する
。
【００６２】
　第２実施の形態に係る固体撮像装置１０５は、前述と同様に、第１の半導体チップ部２
２と第２の半導体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導
体６８及び貫通接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。接続配
線６７は、水平方向に複数配列され、また図示しないが垂直方向に複数段配列され、各接
続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９にそれぞれ垂直信号線に相当する
引き回し配線４０ｄ及び５３ｄが接続される。
【００６３】
　本例では、接続導体６８が第１の半導体チップ部２２における多層配線層４１内の第１
接続パッド６５を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄに接続さ
れる。第１接続パッド６５及びこれに繋がる引き回し配線４０ｄは、同じ３層目メタルＭ
３で形成される。また、貫通接続導体６９が第２の半導体チップ部２６における多層配線
層５５内の第２接続パッド６３を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線
５３ｄに接続される。第２接続パッド６３は１層目メタルＭ１１で形成され、これに繋が
る引き回し配線５３ｄは、３層目メタルＭ１３で形成される。第２接続パッド６３は、２
層目メタルＭ１２を介して３層目メタルＭ１３の引き回し配線５３ｄに接続される。
【００６４】
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　本実施の形態においては、接続配線６７と、この接続配線６７に隣接する他の接続配線
６７に繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ、５３ｄとの間をシールドするシ
ールド配線１０３[１０３ａ、１０３ｂ]を有して構成される。すなわち、接続配線６７の
接続導体６８と、この接続導体６８と隣接する他の接続導体６８に繋がる上記引き回し配
線４０ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ａが配置される。同時に、接続配線６
７の貫通接続導体６９と、この貫通接続導体６９と隣接する他の貫通接続導体６９に繋が
る上記引き回し配線５３ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ｂが配置される。
【００６５】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂは、それぞれ第１の半導体チップ部２２及び第２の半
導体チップ部２６における第１多層配線層４１内及び第２多層配線層５５内の所要の層の
配線メタルにより形成される。シールド配線１０３ａは、接続導体６８に繋がる引き回し
配線４０ｄに重なり、かつ接続導体６８に対応する位置まで延長するように、この引き回
し配線４０ｄとなる３層目メタルＭ３と異なる２層目メタルＭ２で形成される。シールド
配線１０３ｂは、貫通接続導体６９に繋がる引き回し配線５３ｄに重なり、かつ貫通接続
導体６９に対応する位置まで延長するように、この引き回し配線５３ｄとなる３層目メタ
ルＭ１３と異なる２層目メタルＭ１２で形成される。
【００６６】
　第２実施の形態に係る固体撮像装置１０５によれば、各接続配線６７の接続導体６８及
び貫通接続導体６９に繋がる引き回し配線４０ｄ、５３ｄにそれぞれ重なり、接続導体６
８及び貫通接続導体６９まで延長するシールド配線１０３ａ、１０３ｂが形成される。従
って、一の接続配線６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線の間
に、実質的に２つのシールド配線１０３ａ、１０３ｂが配置される形になる。これにより
、一の接続配線６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線４０ｄ、
５３ｄと間の隣接カップリング容量を抑制することができる。シールド配線１０３ａ、１
０３ｂは、異なる層のメタルにより形成されるので、３次元的な隣接カップリング容量を
、容易に低減することができる。従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる
。シールド配線１０３ａ、１０３ｂは、多層配線層４１、５５を構成する配線メタルを用
いて形成される。このため、多層配線層４１、５５における配線のパターン工程と同時工
程でシールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成できるので、構成も簡素化され、製造工程数
を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１０５を製造することができる。
【００６７】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成することにより、多層配線層４１、５５の表面
がより均一な平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チッ
プ部２２のシリコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【００６８】
　＜５．第３実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図７に、本発明に係る固体撮像装置、すなわちＭＯＳ固体撮像装置の第３実施の形態を
示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する接続配線と、こ
れに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線と、シールド配線部分を示す。図７Ａは平
面図、図７Ｂは図７Ａの矢印ｂ方向から見た断面図、図７Ｃは図７Ａの矢印ｃから見た断
面図である。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できる
ので、図７において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する
。
【００６９】
　第３実施の形態に係る固体撮像装置１０６は、前述と同様に、第１の半導体チップ部２
２と第２の半導体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導
体６８及び貫通接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。接続配
線６７は、水平方向に複数配列され、また図示しないが垂直方向に複数段配列され、各接
続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９にそれぞれ垂直信号線に相当する
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引き回し配線４０ｄ及び５３ｄが接続される。
【００７０】
　本例では、接続導体６７が第１の半導体チップ部２２における多層配線層４１内の第１
接続パッド６５を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄに接続さ
れる。第１接続パッド６５及びこれに繋がる引き回し配線４０ｄは、同じ３層目メタルＭ
３で形成される。また、貫通接続導体６８が第２の半導体チップ部２６における多層配線
層５５内の第２接続パッド６３を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線
５３ｄに接続される。第２接続パッド６３は３層目メタルＭ１３で形成され、これに繋が
る引き回し配線５３ｄは、１層目メタルＭ１１で形成される。第２接続パッド６３は、２
層目メタルＭ１２を介して１層目メタルＭ１１の引き回し配線５３ｄに接続される。
【００７１】
　本実施の形態においては、接続配線６７と、この接続配線６７に隣接する他の接続配線
６７に繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ、５３ｄとの間をシールドするシ
ールド配線１０３[１０３ａ，１０３ｂ]を有して構成される。すなわち、接続配線６７の
接続導体６８と、この接続導体６８と隣接する他の接続導体６８に繋がる上記引き回し配
線４０ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ａが配置される。同時に、接続配線６
７の貫通接続導体６９と、この貫通接続導体６９と隣接する他の貫通接続導体６９に繋が
る上記引き回し配線５３ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ｂが配置される。
【００７２】
　シールド配線１０３ａ，１０３ｂは、それぞれ第１の半導体チップ部２２及び第２の半
導体チップ部２６における第１多層配線層４１内及び第２多層配線層５５内の所要の層の
配線メタルにより形成される。シールド配線１０３ａは、接続導体６８に繋がる引き回し
配線４０ｄに平行し、かつ接続導体６８に対応する位置まで延長するように、この引き回
し配線４０ｄとなる３層目メタルＭ３と同じ層の３層目メタルＭ３で形成される。シール
ド配線１０３ｂは、貫通接続導体６９に繋がる引き回し配線５３ｄに重なり、かつ貫通接
続導体６９に対応する位置まで延長するように、この引き回し配線５３ｄとなる３層目メ
タルＭ１３と異なる２層目メタルＭ１２で形成される。
【００７３】
　第３実施の形態に係る固体撮像装置１０６によれば、各接続配線６７における接続導体
６８に繋がる引き回し配線４０ｄに平行し、かる接続導体６８まで延長するように、同じ
層のメタルによるシールド配線１０３ａが形成される。また、貫通接続導体６９に繋がる
引き回し配線５３ｄに重なり、貫通接続導体６９まで延長するように、引き回し配線５３
ｄと異なる層のメタルによるシールド配線１０３ｂが形成される。従って、一の接続配線
６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線４０ｄ，５３ｄの間に、
実質的に２つのシールド配線１０３ａ，１０３ｂが配置される形になる。これにより、一
の接続配線６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線４０ｄ，５３
ｄとの間の隣接カップリング容量を抑制することができる。シールド配線１０３ａ、１０
３ｂは、異なる層のメタルにより形成されるので、３次元的な隣接カップリング容量を、
容易に低減することができる。従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる。
シールド配線１０３ａ、１０３ｂは、多層配線層４１、５５を構成する配線メタルを用い
て形成される。このため、多層配線層４１、５５における配線のパターン工程と同時工程
でシールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成することができるので、製造工程数を増やすこ
となく、本実施の形態の固体撮像装置１０６を製造することができる。
【００７４】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成することにより、多層配線層４１、５５の表面
がより均一な平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チッ
プ部２２のシリコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【００７５】
　[変形例]
　図７の引き回し配線４０ｄとシールド配線１０３ａの関係と、引き回し配線５３ｄとシ
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ールド配線１０３ｂの関係とを逆にして構成することもできる。すなわち、接続導体６８
に繋がる接続パッド６５を３層目メタルＭ３で形成し、接続パッド６５に繋がる引き回し
配線４０ｄを２層目メタルＭ２で形成し、シールド配線１０３ａを引き回し配線４０ｄに
重なるように３層目又は１層目メタルＭ３、Ｍ１で形成する。また、貫通接続導体６９に
接続パッド６３を介して繋がる引き回し配線５３ｄを３層目メタルＭ１３形成し、シール
ド配線１０３ｂを引き回し配線５３ｄと平行するように、３層目メタルＭ１３で形成する
。
【００７６】
　このような構成においても、第３実施の形態で説明したと同様の効果を奏する。
【００７７】
　＜６．第４実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図８に、本発明に係る固体撮像装置、すなわちＭＯＳ固体撮像装置の第４実施の形態を
示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する接続配線と、こ
れに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線と、シールド配線部分を示す。図８Ａは平
面図、図８Ｂは図８Ａの矢印ｂ方向から見た断面図、図８Ｃは図８Ａの矢印ｃから見た断
面図である。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できる
ので、図８において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する
。
【００７８】
　第４実施の形態に係る固体撮像装置１０７は、前述と同様に、第１の半導体チップ部２
２と第２の半導体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導
体６８及び貫通接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。接続配
線６７は、水平方向に複数配列され、また図示しないが垂直方向に複数段配列され、各接
続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９にそれぞれ垂直信号線に相当する
引き回し配線４０ｄ、５３ｄが接続される。
【００７９】
　本実施の形態では、接続導体６８が第１の半導体チップ部２２における多層配線層４１
内の第１接続パッド６５を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ
に接続される。第１接続パッド６５及びこれに繋がる引き回し配線４０ｄは、同じ２層目
メタルＭ２で形成される。また、貫通接続導体６８が第２の半導体チップ部２６における
多層配線層５５内の第２接続パッド６３を介してこれに繋がる垂直信号線に相当する引き
回し配線５３ｄに接続される。第２接続パッド６３及びこれに繋がる引き回し配線６３ｄ
は、２層目メタルＭ１２で形成される。
【００８０】
　本実施の形態では、接続配線６７と、この接続配線６７に隣接する他の接続配線６７に
繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ，５３ｄとの間をシールドするシールド
配線１０３[１０３ａ、１０３ｂ]を有して構成される。すなわち、接続配線６７の接続導
体６８と、この接続導体６８と隣接する他の接続導体６８に繋がる上記引き回し配線４０
ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ａが配置される。同時に、接続配線６７の貫
通接続導体６９と、この貫通接続導体６９と隣接する他の貫通接続導体６９に繋がる上記
引き回し配線５３ｄとの間をシールドするシールド配線１０３ｂが配置される。
【００８１】
　シールド配線１０３ａは、第１の半導体チップ２２の多層配線層４１内の、接続導体６
８に繋がる引き回し配線４０ｄを上下で挟み、接続導体６８まで延長するように１層目メ
タルＭ１及び３層目メタルＭ３による２つのシールド配線により構成される。シールド配
線１０３ｂは、第２の半導体チップ２６の多層配線層５５内の、貫通接続導体６９に繋が
る引き回し配線５３ｄを上下で挟み、貫通接続導体６９まで延長するように１層目メタル
Ｍ１１及び３層目メタルＭ１３による２つのシールド配線により構成される。
【００８２】
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　第４実施の形態に係る固体撮像装置１０７によれば、それぞれの接続導体６８、貫通接
続導体６９に繋がる引き回し配線４０ｄ，５３ｄが、上下のシールド配線１０３ａと１０
３ａ、１０３ｂと１０３ｂにより挟まれて形成される。従って、一の接続配線６７と、こ
れに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線４０ｄ，５３ｄの間に、実質的に２
つのシールド配線１０３ａ，１０３ｂが配置される形になる。これにより、一の接続配線
６７と、これに隣接する他の接続配線６７に繋がる引き回し配線の間４０ｄ，５３ｄとの
間の隣接カップリング容量を抑制することができる。シールド配線１０３ａ、１０３ｂは
、異なる層のメタルにより形成されるので、３次元的な隣接カップリング容量を、容易に
低減することができる。従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる。シール
ド配線１０３ａ，１０３ｂは、それぞれの多層配線層４１、５５を構成するメタルを用い
て形成される。このため、多層配線層４１、５５における配線のパターン工程と同時工程
でシールド配線１０３ａ，１０３ｂを形成することができるので、製造工程数を増やすこ
となく、本実施の形態の固体撮像装置１０７を製造することができる。
【００８３】
　シールド配線１０３ａ、１０３ｂを形成することにより、多層配線層４１、５５の表面
がより均一な平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チッ
プ部２２のシリコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【００８４】
　＜７．第５実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図９に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第５
実施の形態を示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する複
数の接続配線が配置された接続配線アレイと、隣接する接続配線間のシールド配線部分を
示す。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できるので、
図９において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する。
【００８５】
　第５実施の形態に係る固体撮像装置１１１は、第１の半導体チップ部２２と第２の半導
体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫通
接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。複数の接続配線６７に
よって接続配線アレイ１０９が構成される。接続配線アレイ１０９は、接続配線６７が垂
直方向に複数段、本例では３段配列された接続配線群１１０が、水平方向に複数列、本例
では４列配列されて成る。各接続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９に
は、それぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ，５３ｄ（図示せず）が接続され
る。同図では、引き回し配線４０ｄ，５３ｄを省略しているが、前述の図４と同じパター
ンで引き回し配線４０ｄ，５３ｄが接続される。引き回し配線４０ｄ，５３ｄは矢印ｙの
方向に延長して形成される。
【００８６】
　本実施の形態では、接続配線アレイ１０９において、上面から見て、各列に相当する接
続配線群１１０が連続したシールド配線１１３で区分される。このシールド配線１１３は
、各接続配線群１１０の両側を挟むようにして隣り合う接続配線群１１０間に配置された
シールド配線部１１３ａと、各シールド配線部１１３ａを上記引き回し配線の延長側の端
部を連結するシールド配線部１１３ｂとを有している。すなわち、シールド配線１１３は
、上記引き回し配線４０ｄ，５３ｄの延長側を閉じるように櫛歯状パターンに形成される
。
【００８７】
　このシールド配線１１３は、例えば、第１の半導体チップ部２２側の多層配線層４１に
おける所要の層のメタルで形成することができる。あるいは、シールド配線１１３は、第
２の半導体チップ部２６側の多層配線層５５における所要の層のメタルで形成することが
できる。あるいは、シールド配線１１３は、第１及び第２の半導体チップ２２及び２６に
おける多層配線層４１，５５におけるそれぞれの所要のメタルで形成することができる。
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この場合、多層配線層４１における所要のメタルで上記櫛歯状パターンのシールド配線１
１３を形成し、多層配線層５５における所要のメタルで上記櫛歯状パターンのシールド配
線１１３を形成する。シールド配線１１３は、グランド電位（接地電位）が与えられる。
【００８８】
　第５実施の形態に係る固体撮像装置１１１によれば、接続配線アレイ１０９において、
上記引き回し配線の延長側と反対側を解放した櫛歯状パターンのシールド配線１１３で各
接続配線群１１０が囲われるので、隣接する接続配線群１１０間がシールドされる。この
ため、隣接する接続配線群１１０間の隣接カップリング容量を抑制することができる。そ
れぞれの多層配線層４１、５５におけるメタルで各々の櫛歯状パターンのシールド配線１
１３を形成するときは、３次元的な隣接カップリング容量を、より容易に低減することが
できる。従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる。シールド配線１１３は
、多層配線層４１又は／及び５５を構成するメタルを用いて形成される。このため、多層
配線層４１、５５における配線のパターン工程と同時工程でシールド配線を形成すること
ができるので、製造工程数を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１１１を製造
することができる。
【００８９】
　シールド配線１１３を形成することにより、多層配線層４１、５５の表面がより均一な
平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チップ部２２のシ
リコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【００９０】
　＜８．第６実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図１０に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第
６実施の形態を示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する
複数の接続配線が配置された接続配線アレイと、隣接する接続配線間のシールド配線部分
を示す。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できるので
、図１０において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する。
【００９１】
　第６実施の形態に係る固体撮像装置１１２は、第１の半導体チップ部２２と第２の半導
体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫通
接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。複数の接続配線６７に
よって接続配線アレイ１０９が構成される。接続配線アレイ１０９は、接続配線６７が垂
直方向に複数段、本例では３段配列された接続配線群１１０が、水平方向に複数列、本例
では４列配列されて成る。各接続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９に
は、それぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線４０ａ，５３ｄ（図示せず）が接続され
る。同図では、引き回し配線４０ｄ，５３ｄを省略しているが、前述の図４と同じパター
ンで引き回し配線４０ｄ，５３ｄが接続される。引き回し配線４０ｄ，５３ｄは矢印ｙの
方向に延長して形成される。
【００９２】
　本実施の形態では、接続配線アレイ１０９において、上面から見て、各列に相当する接
続配線群１１０が連続したシールド配線１１３で区分される。このシールド配線１１３は
、前述の第５実施の形態における櫛歯状パターンと上下逆にした櫛歯状パターンに形成さ
れる。すなわち、各接続配線群１１０の両側を挟むようにして隣り合う接続配線群１１０
間に配置されたシールド配線部１１３ａと、各シールド配線部１１３ａを上記引き回し配
線の延長側と反対側の端部を連結するシールド配線部１１３ｃとを有している。従って、
シールド配線１１３は、上記引き回し配線の延長側を解放した櫛歯状パターンに形成され
る。
【００９３】
　このシールド配線１１３は、例えば、第１の半導体チップ部２２側の多層配線層４１に
おける所要の層のメタルで形成することができる。あるいは、シールド配線１１３は、第
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２の半導体チップ部２６側の多層配線層５５における所要の層のメタルで形成することが
できる。あるいは、シールド配線１１３は、第１及び第２の半導体チップ２２及び２６の
多層配線層４１、５５におけるそれぞれの所要のメタルで形成することができる。この場
合、多層配線層４１における所要のメタルで上記櫛歯状パターンのシールド配線１１３を
形成し、多層配線層５５における所要のメタルで上記櫛歯状パターンのシールド配線１１
３を形成する。シールド配線１１３は、グランド電位（接地電位）が与えられる。
【００９４】
　第６実施の形態に係る固体撮像装置１１２によれば、接続配線アレイ１０９において、
上記引き回し配線の延長側を解放した櫛歯状パターンのシールド配線１１３で各接続配線
群１１０が囲われるので、隣接する接続配線群１１０間がシールドされる。このため、隣
接する接続配線群１１０間の隣接カップリング容量を抑制することができる。それぞれの
多層配線層４１、５５におけるメタルで各々の櫛歯状パターンのシールド配線１１３を形
成するときは、３次元的な隣接カップリング容量を、より容易に低減することができる。
従って、高性能の固体撮像装置を提供することができる。シールド配線１１３は、多層配
線層４１又は／及び５５を構成するメタルを用いて形成される。このため、多層配線層４
１、５５における配線のパターン工程と同時工程でシールド配線を形成することができる
ので、製造工程数を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１１２を製造すること
ができる。
【００９５】
　＜９．第７実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図１１に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第
７実施の形態を示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する
複数の接続配線が配置された接続配線アレイと、隣接する接続配線間のシールド配線部分
を示す。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できるので
、図１１において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する。
【００９６】
　第７実施の形態に係る固体撮像装置１１４は、第１の半導体チップ部２２と第２の半導
体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫通
接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。複数の接続配線６７に
よって接続配線アレイ１０９が構成される。接続配線アレイ１０９は、接続配線６７が垂
直方向に複数段、本例では３段配列された接続配線群１１０が、水平方向に複数列、本例
では４列配列されて成る。各接続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９に
は、それぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ，５３ｄ（図示せず）が接続され
る。同図では、引き回し配線４０ｄ，５３ｄを省略しているが、前述の図４と同じパター
ンで引き回し配線４０ｄ，５３ｄが接続される。引き回し配線４０ｄ，５３ｄは矢印ｙの
方向に延長して形成される。
【００９７】
　本実施の形態では、接続配線アレイ１０９において、上面から見て、各列に相当する接
続配線群１１０が連続したシールド配線１１３で区分される。このシールド配線１１３は
次のようなパターンを有して形成される。シールド配線１１３は、各接続配線群１１０の
両側を挟むようにして隣り合う接続配線群１１０間に配置されたシールド配線部１１３ａ
を有する。また、シールド配線１１３は、１列目の接続配線群１１０の上記引き回し配線
の延長側と反対側を閉じるシールド配線部１１３ｄと、４列目の接続配線群１１０の上記
引き回し配線の延長側を閉じるシールド配線部１１３ｅを有する。さらに、シールド配線
１１３は、２列目の接続配線群１１０の１段目と２段目の接続配線６７間に差し渡るシー
ルド配線部１１３ｆと、３列目の接続配線群１１０の３段目と４段目の接続配線６７間を
差し渡るシールド配線部１１３ｇとを有する。
【００９８】
　このシールド配線１１３は、例えば、第１の半導体チップ部２２側の多層配線層４１に
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おける所要の層のメタルで形成することができる。あるいは、シールド配線１１３は、第
２の半導体チップ部２６側の多層配線層５５における所要の層のメタルで形成することが
できる。あるいは、シールド配線１１３は、第１及び第２の半導体チップ２２及び２６の
多層配線層４１、５５におけるそれぞれの所要のメタルで形成することができる。この場
合、多層配線層４１における所要のメタルで上記パターンのシールド配線１１３を形成し
、多層配線層５５における所要のメタルで上記パターンのシールド配線１１３を形成する
。シールド配線１１３は、グランド電位（接地電位）が与えられる。
【００９９】
　第７実施の形態に係る固体撮像装置１１４によれば、図１１に示すパターンのシールド
配線１１３により各隣接する接続配線群１１０間、及び一部の垂直方向の接続配線６７間
がシールドされる。このため、隣接する接続配線群１１０間、及び一部の垂直方向の接続
配線６７間の隣接カップリング容量を抑制することができる。それぞれの多層配線層４１
、５５におけるメタルで各々の上記パターンのシールド配線１１３を形成するときは、３
次元的な隣接カップリング容量を、より容易に低減することができる。従って、高性能の
固体撮像装置を提供することができる。シールド配線１１３は、多層配線層４１又は／及
び５５を構成するメタルを用いて形成される。このため、多層配線層４１、５５における
配線のパターン工程と同時工程でシールド配線１１３を形成することができるので、製造
工程数を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１１４を製造することができる。
【０１００】
　シールド配線１１３を形成することにより、多層配線層４１、５５の表面がより均一な
平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チップ部２２のシ
リコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【０１０１】
　＜１０．第８実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図１２に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第
８実施の形態を示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する
複数の接続配線が配置された接続配線アレイと、隣接する接続配線間のシールド配線部分
を示す。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できるので
、図１２において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する。
【０１０２】
　第８実施の形態に係る固体撮像装置１１５は、第１の半導体チップ部２２と第２の半導
体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫通
接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。複数の接続配線６７に
よって接続配線アレイ１０９が構成される。接続配線アレイ１０９は、接続配線６７が垂
直方向に複数段、本例では３段配列された接続配線群１１０が、水平方向に複数列、本例
では４列配列されて成る。各接続配線６７における接続導体６８及び貫通接続導体６９に
は、それぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線４０ｄ、５３ｄ（図示せず）が接続され
る。同図では、引き回し配線４０ｄ，５３ｄを省略しているが、前述の図４と同じパター
ンで引き回し配線４０ｄ，５３ｄが接続される。引き回し配線４０ｄ，５３ｄは矢印ｙの
方向に延長して形成される。
【０１０３】
　本実施の形態では、接続配線アレイ１０９において、上面から見て、各列に相当する接
続配線群１１が連続したシールド配線１１３で区分される。すなわち、シールド配線１１
３は、各列の接続配線群１１０間がシールドされるように、連続するジグザグ状パターン
に形成される。
【０１０４】
　このシールド配線１１３は、例えば、第１の半導体２２の多層配線層４１における所要
の層のメタルで形成することができる。あるいは、シールド配線１１３は、第２の半導体
チップ部２６側の多層配線層５５における所要の層のメタルで形成することができる。あ
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るいは、シールド配線１１３は、第１及び第２の半導体チップ２２及び２６の多層配線層
４１、５５におけるそれぞれの所要のメタルで形成することができる。この場合、多層配
線層４１における所要のメタルで上記ジグザグ状パターンのシールド配線１１３を形成し
、多層配線層５５における所要のメタルで上記ジグザグ状パターンのシールド配線１１３
を形成する。シールド配線１１３は、グランド電位（接地電位）が与えられる。
【０１０５】
　第８実施の形態に係る固体撮像装置１１５によれば、各隣接する接続配線群１１０間が
ジグザグ状パターンのシールド配線１１３によりシールドでるので、隣接する接続配線群
１１０間の隣接カップリング容量を抑制することができる。それぞれの多層配線層４１、
５５におけるメタルで各々のジグザグ状パターンのシールド配線１１３を形成するときは
、３次元的な隣接カップリング容量を、より容易に低減することができる。従って、高性
能の固体撮像装置を提供することができる。シールド配線１１３は、多層配線層４１又は
／及び５５を構成するメタルを用いて形成される。このため、多層配線層４１、５５にお
ける配線のパターン工程と同時工程でシールド配線１１３を形成することができるので、
製造工程数を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１１５を製造することができ
る。
【０１０６】
　シールド配線１１３を形成することにより、多層配線層４１、５５の表面がより均一な
平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チップ部２２のシ
リコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【０１０７】
　＜１１．第９実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　図１３に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第
９実施の形態を示す。同図は、特に第１及び第２の半導体チップ部間を電気的に接続する
複数の接続配線が配置された接続配線アレイと、隣接する接続配線間のシールド配線部分
を示す。その他の構成は、前述の図３及び図４に示す実施の形態の構成を適用できるので
、図１３において図３、図４と対応する部分には同一符号を付して詳細説明を省略する。
【０１０８】
　第９実施の形態に係る固体撮像装置１１６は、第１の半導体チップ部２２と第２の半導
体チップ部２６が貼り合わされ、両半導体チップ部２２及び２６が接続導体６８及び貫通
接続導体６９を有する接続配線６７により接続されて構成される。複数の接続配線６７に
よって接続配線アレイ１０９が構成される。接続配線アレイ１０９は、垂直方向に複数段
配列された接続配線群１１０が、垂直方向に複数列、本例では５列配列されて成る。本例
では、１、３、５列の奇数列の接続配線群１１０が３段の接続配線６７を有し、２、４列
の偶数列の接続配線群１１０が２段の接続配線６７を有している。各接続配線６７におけ
る接続導体６８及び貫通接続導体６９には、それぞれ垂直信号線に相当する引き回し配線
４０ｄ，５３ｄ（図示せず）が接続される。同図では、引き回し配線４０ｄ，５３ｄを省
略しているが、前述の図４と同じパターンで引き回し配線４０ｄ，５３ｄが接続される。
引き回し配線４０ｄ，５３ｄは矢印ｙの方向に延長して形成される。
【０１０９】
　本実施の形態では、接続配線アレイ１０９において、上面から見て、各列に相当する接
続配線群１１０が連続したシールド配線１１３で区分される。このシールド配線１１３は
図示するパターン形状を有する。すなわち、シールド配線１１３は、各接続配線群１１０
の両側を挟むようにして接続配線群１１０間に配置されたシールド配線部１１３ａを有す
る。また、シールド配線１１３は、１行目、４行目の接続配線群１１０の引き回し配線の
延長側と反対側が閉じられたシールド配線部１１３ｈと、３列目の接続配線群１１０をシ
ールド配線１１３ａと共に取り囲むようにしたシールド配線部１１３ｉを有する。さらに
、シールド配線１１３は、２列目の接続配線６７間を差し渡るシールド配線部１１３ｊと
、４列目の接続配線群１１０の１段目と２段目の接続配線６７間を差し渡るシールド配線
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部１１３ｋとを有する。
【０１１０】
　このシールド配線１１３は、例えば、第１の半導体チップ部２２側の多層配線層４１に
おける所要の層のメタルで形成することができる。あるいは、シールド配線１１３は、第
２の半導体チップ部２６側の多層配線層５５における所要の層のメタルで形成することが
できる。あるいは、シールド配線１１３は、第１及び第２の半導体チップ２２及び２６の
多層配線層４１、５５におけるそれぞれの所要のメタルで形成することができる。この場
合、多層配線層４１における所要のメタルで上記パターンのシールド配線１１３を形成し
、多層配線層５５における所要のメタルで上記パターンのシールド配線１１３を形成する
。シールド配線１１３は、グランド電位（接地電位）が与えられる。
【０１１１】
　第９実施の形態に係る固体撮像装置１１６によれば、図９に示すパターンのシールド配
線１１３により各隣接する接続配線群１１０間、及び一部の垂直方向の接続配線６７間が
シールドされる。このため、隣接する接続配線群１１０間、及び一部の垂直方向の接続配
線６７間の隣接カップリング容量を抑制することができる。それぞれの多層配線層４１、
５５におけるメタルで各々の上記パターンのシールド配線１１３を形成するときは、３次
元的な隣接カップリング容量を、より容易に低減することができる。従って、高性能の固
体撮像装置１１６を提供することができる。シールド配線１１３は、多層配線層４１又は
／及び５５を構成するメタルを用いて形成される。このため、多層配線層４１、５５にお
ける配線のパターン工程と同時工程でシールド配線１１３を形成することができるので、
製造工程数を増やすことなく、本実施の形態の固体撮像装置１１６を製造することができ
る。
【０１１２】
　シールド配線１１３を形成することにより、多層配線層４１、５５の表面がより均一な
平面になるので、例えばＣＭＰ（化学機械研磨）等により第１の半導体チップ部２２のシ
リコン基板の薄膜化した後の形状も安定化する。
【０１１３】
【表１】

【０１１４】
　表１に、第５実施の形態～第９実施の形態に係る固体撮像装置１１１，１１２、１１４
、１１５、１１６におけるシールド配線１１３のレイアウト毎のトータル容量及び隣接カ
ップリング容量を比較して示す。表１では、第５実施の形態に係る固体撮像装置１１１の
トータル容量及び隣接カップリング容量を基準としている。
　ここで、隣接カップリング容量とは、接続配線アレイ１０９におけるトータルの隣接カ
ップリング容量である。トータル容量とは、隣接カップリング容量と、他の容量（基板と
貫通導体間で生じる容量と、シールドと貫通導体間で生じる容量との総和）との合計の容
量である。
【０１１５】
　表１から明らかなように、第６実施の形態では、隣接カップリング容量を大きく下げる
ことができる。トータル容量は上がる可能性がある。第７実施の形態では、トータル容量
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及び隣接カップリング容量を共に下げることができる。第８実施の形態では、トータル容
量が下がり、隣接カップリング容量を大きく下げることができる。第９実施の形態では、
トータル容量及び隣接カップリング容量を共に下げることができる。
【０１１６】
　＜１２．第１０実施の形態＞
　[固体撮像装置の構成例]
　次に、本発明に係る固体撮像装置、すなわち裏面照射型のＭＯＳ固体撮像装置の第１０
実施の形態について説明する。第１０実施の形態に係る固体撮像装置は、図示しないが、
前述の第１～第４実施の形態で示したシールド配線１０３と、第５～第９実施の形態で示
したシールド配線１１３とを適宜組み合わせて構成される。
【０１１７】
　第１０実施の形態に係る固体撮像装置によれば、シールド配線１０３により、接続配線
６７とこれに隣接する接続配線６７に繋がる垂直信号線に相当する引き回し配線との間の
隣接カップリング容量を抑制することができる。同時に、シールド配線１１３により、隣
接する接続配線群１１０間（一部接続配線間を含み）の隣接カップリング容量を抑制する
ことができる。このように、シールド配線１０３、１１３を配置することにより、３次元
的な隣接カップリング容量を更に抑制することができる。従って、更に高性能の固体撮像
装置を提供することができる。
【０１１８】
　＜１３．第１１実施の形態＞
　[電子機器の構成例]
　上述の本発明に係る固体撮像装置は、例えばデジタルカメラやビデオカメラ等のカメラ
システムや、撮像機能を有する携帯電話、あるいは撮像機能を備えた他の機器、などの電
子機器に適用することができる。
【０１１９】
　図１４に、本発明に係る電子機器の一例としてカメラに適用した第１１実施の形態を示
す。本実施の形態に係るカメラは、静止画像又は動画撮影可能なビデオカメラを例とした
ものである。本実施も形態のカメラ１２１は、固体撮像装置１２２と、固体撮像装置１２
２の受光センサ部に入射光を導く光学系１２３と、シャッタ装置１２４を有する。さらに
、カメラ１２１は、固体撮像装置１４２を駆動する駆動回路１２５と、固体撮像装置１２
２の出力信号を処理する信号処理回路１２６とを有する。
【０１２０】
　固体撮像装置１２２は、上述した各実施の形態の固体撮像装置のいずれかが適用される
。光学系（光学レンズ）１２３は、被写体からの像光（入射光）を固体撮像装置１２２の
撮像面上に結像させる。これにより、固体撮像装置１２２内に、一定期間信号電荷が蓄積
される。光学系１２３は、複数の光学レンズから構成された光学レンズ系としてもよい。
シャッタ装置１２４は、固体撮像装置１２２への光照射期間及び遮光期間を制御する。駆
動回路１２５は、固体撮像装置１２２の転送動作及びシャッタ装置１２４のシャッタ動作
を制御する駆動信号を供給する。駆動回路１２５から供給される駆動信号（タイミング信
号）により、固体撮像装置１２２の信号転送を行う。信号処理回路１２６は、各種の信号
処理を行う。信号処理が行われた映像信号は、メモリなどの記憶媒体に記憶され、或いは
、モニタに出力される。
【０１２１】
　第１１実施の形態に係るカメラなどの電子機器によれば、固体撮像装置１２２において
高性能化が図られ、信頼性の高い電子機器を提供することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　２２・・第１の半導体チップ部、２６・・第２の半導体チップ部、４０ｄ、５３ｄ・・
垂直信号線に相当する引き回し配線、６３、６５・・接続パッド、６７・・接続配線、６
８・・接続導体、６９・・貫通接続導体、１０１，１０５～１０７、１１１～１１２、１
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１４～１１６・・固体撮像装置、１０３、１１３・・シールド配線、１０９・・接続配線
アレイ、１１０・・接続配線群、１２１・・カメラ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(26) JP 5716347 B2 2015.5.13

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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